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１．概要（Summary） 

遷移金属ダイカルゴゲナイド（ transition metal 

dichalcogenide、TMD）は、原子一層分の厚さを持つ二次

元シート材料として近年大きな注目を集めている。本研

究では、MoS2や WS2などの TMD に対し、TMD 単膜お

よびフラーレンとの複合膜を酸化スズ電極上に作製し、

その構造－光電変換特性の相関を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡   

【実験方法】 

TMD 単膜及びフラーレン（C60）との複合膜の作成及

び光電変換特性は利用者の所属機関で行い、超高分解

能電界放出形走査電子顕微鏡を用いて作成した薄膜の

構造を観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作 製 し た 複 合膜 、 FTO/SnO2/(MoS2+C60) お よ び

FTO/SnO2/(WS2+C60)の光電変換効率（外部量子収率

（incident photon-to-current efficiency、IPCE））を評価し

たところ、FTO/SnO2/(MoS2+C60)が FTO/SnO2/(WS2+C60)

より高い IPCE 値を示した。また、FTO/SnO2/(MoS2+C60)

および FTO/SnO2/(WS2+C60)の表面構造を超高分解能電

界放出形走査電子顕微鏡により評価したところ、前者

においては(MoS2+C60)の均一な膜が FTO/SnO2電極上に

形成されているのに対し、後者においては数百 nmから

数m のドメインサイズを有する(WS2+C60)が FTO/SnO2

上に析出しているという不均一な膜が観察された。 

 

この膜構造の均一性違いが、光電変換特性の差を生じた

原因であると考えられる。 
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Fig. 1 Film image of (a) FTO/SnO2/(MoS2+C60), 

(b) FTO/SnO2/(WS2+C60). 

(a)	
 (b)	



